天津大学《微电子基础实验》课程教学大纲
一、课程基本信息

课程代码：2040460
课程名称：微电子基础实验
学时/学分：60/2
学时分配：
授课： 8



实验：
52




适用专业：集成电路设计与集成系统
授课学院：微电子学院
先修课程：半导体物理 微电子器件原理 半导体集成电路
教材及主要参考书：
1．半导体实验教程 自编实验指导教程
2.《SoC系统设计与实践》实验指导书 自编实验指导教程
二、课程简介

本课程为集成电路设计与集成系统专业必修课，在同学们掌握半导体物理、晶体管原理、半导体集成电路等学科基础课的基础上，本课程要求学生掌握并动手完成霍尔效应、硅光电池、C-V特性测量、p-n结电容的测量、半导体图示仪、半导体器件综合参数测试、SOC设计、电路测试等专业实验。
三、课程目标

课程目标1： 掌握半导体器件原理，并运用实验的方法对器件特性、参数进行测量。（支撑毕业要求2.1）
课程目标2：掌握SoC设计方法，开发一系列SoC创新实验。（支撑毕业要求4.2、5.2）
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四、基本要求
教学过程中要注意与先修课程基础知识的联系，深入理解半导体器件原理并掌握霍尔效应、硅光电池、C-V特性测量、p-n结电容的测量、半导体图示仪、半导体器件综合参数测试等实验方法；掌握SoC设计方法学，开发SOC设计；掌握电路测试方法等。
在半导体器件原理及参数测量实验中，注重培养学生学习理论计算和实验分析相结合的实验方法。

在SoC设计开发和电路测试实验中，注重培养学生掌握SoC设计流程，锻炼实践动手能力。
五、教学内容
1、授课与自学

1）半导体物理、晶体管原理实验理论
教学重点：明确半导体器件基本原理、半导体器件特性，半导体器件实验方法。

教学模式：课堂授课、课后复习，指导学生查阅相关文献。

知识点：半导体器件原理、效应及实验方法。

能力：根据半导体器件原理及测试方法对半导体器件特性进行验证。
2）集成电路与系统芯片设计实验理论
教学重点：明确SoC实验开发流程，掌握SoC开发软件基本操作和集成电路与系统测试方法。

教学模式：课堂授课、课后复习，指导学生查阅相关文献。

知识点：SoC开发流程，测试方法。

能力：运用SoC设计流程和方法进行SoC开发设计。
2、实验教学
1）SoC创新实验
实验内容：开发自定义键盘编码、UART接口通信、键盘PS/2接口控制器设计等SoC创新实验。
2）半导体常温霍尔效应
实验内容：霍尔元件输出特性测量，测绘螺线管轴线上磁感应强度的分布曲线
3）硅光电池特性实验
实验内容：硅光电池零偏和负偏时光电流与输入光信号关系特性测定，硅光电池输出接恒定负载时产生的光伏特电压与输入光信号关系测定，硅光电池伏安特性测定，硅光电池频率响应的测定
4）MOS结构C-V特性测量
实验内容：MOS结构C-V特性测量
5）PN结电容测量
实验内容：二极管中PN结、3GD晶体管测集电结电容、3DA58测发射结电容测试
6）用图示仪检测双极晶体管
    实验内容：测试双极晶体管输出特性、饱和压降、输入特性、反向击穿电压等参数。
7）用图示仪检测MOS晶体管
    实验内容：测试MOS晶体管输出特性、转移特性、最大饱和电流、跨导、夹断电压和开启电压、漏源击穿电压、栅源击穿电压等参数。
8）半导体器件特性实验
    实验内容：利用BJ3000A晶体管综合参数测试仪对三极管、二极管、结型场效应管、MOS场效应管、管沟等器件参数进行测量。 
9）硅缺陷观察
    实验内容：用金相显微镜对硅缺陷，包括层错、外延层错、热氧化层错进行观察，并计算位错密度、外延层密度和外延层厚度。
10）集成电路测试
数字电路、模拟电路测试。

六、学时分配

	教学内容
	授课
	实验
	自学
	课程设计
	大作业
	其他

	半导体物理、晶体管原理实验理论
	4
	　
	　
	　
	
	

	集成电路与系统芯片设计实验理论
	4
	　
	　
	　
	
	

	SoC创新实验-自定义键盘编码
	
	4
	　
	　
	
	

	SoC创新实验-UART接口通信
	
	4
	
	
	
	

	SoC创新实验-键盘PS/2接口控制器设计
	
	4
	　
	　
	
	

	半导体常温霍尔效应
	
	4
	
	
	
	

	硅光电池特性实验
	
	4
	
	
	
	

	MOS结构C-V特性测量
	
	4
	
	
	
	

	PN结电容测量
	
	4
	
	
	
	

	用图示仪检测双极晶体管
	
	4
	
	
	
	

	用图示仪检测MOS晶体管
	
	4
	
	
	
	

	半导体器件特性实验
	
	4
	
	
	
	

	硅缺陷观察
	
	4
	
	
	
	

	运算放大器测试
	
	4
	
	
	
	

	数字集成电路测试
	
	4
	
	
	
	

	总计：
	8
	52
	　
	　
	
	


七、考核与评价方式及标准

    1. 考核与评价内容、方法、成绩比例的简要说明。

平时成绩占50%：平时表现（50%）
期末成绩占50%：包括实验报告（25%）和实验操作（25%）
2. 课程目标达成考核与评价方式及成绩评定
	
	考核与评价方式及成绩比例（%）
	成绩比例（%）

	
	平时表现
	实验报告
	课程设计
	大作业
	课程考试
	

	课程目标1
	25
	12.5
	
	
	12.5
	50

	课程目标2
	25
	12.5
	
	
	12.5
	50

	合计
	50
	25
	
	
	25
	100


（1）实验报告评价标准：

	
	
	基本要求
	评价标准
	成绩比例（%）

	
	
	
	优秀
	良好
	合格
	不合格
	

	实验
	掌握半导体器件原理，并运用实验的方法对器件特性、参数进行测量。
（课程目标1）

	能够根据实验指导书规定的实验目的与要求，完成半导体常温霍尔效应、硅光电池特性实验、MOS电容、PN结电容等半导体器件实验；完成实验报告。
（支撑毕业要求2）
	按照要求完成预习；按照实验安全操作规则进行实验，实验方法正确；实验步骤与结果正确；实验仪器设备完好；完成实验报告。
	能够预习，按照实验安全操作规则进行实验，实验方法正确；实验步骤与结果正确；实验仪器设备完好；完成实验报告。
	按照实验安全操作规则进行实验，实验方法基本正确；实验步骤与结果基本正确；实验仪器设备完好；完成实验报告。
	没有按照实验安全操作规则进行实验；或者实验方法有重大错误；或者实验步骤与结果不正确；未完成实验报告。
	50

	
	掌握SoC设计方法，开发一系列SoC创新实验。
（课程目标2）

	能够根据实验指导书规定的实验目的与要求，完成SoC创新实验-自定义键盘编码、UART接口通信、键盘PS/2接口控制器设计等实验，并进行电路测试，完成实验报告。
（支撑毕业要求4、5）
	按照要求完成预习；按照实验安全操作规则进行实验，实验方法正确；实验步骤与结果正确；实验仪器设备完好；完成实验报告。
	能够预习，按照实验安全操作规则进行实验，实验方法正确；实验步骤与结果正确；实验仪器设备完好；完成实验报告。
	按照实验安全操作规则进行实验，实验方法基本正确；实验步骤与结果基本正确；实验仪器设备完好；完成实验报告。
	没有按照实验安全操作规则进行实验；或者实验方法有重大错误；或者实验步骤与结果不正确；未完成实验报告。
	50


注：该表格中比例为实验考核成绩比例。

（2）课程考试考核与评价标准

	
	基本要求
	评价标准
	比例

	
	
	优秀 

（0.9-1）
	良好

（0.7-0.89）
	合格（0.6-0.69）
	不合格（0-0.59）
	

	掌握半导体器件原理，并运用实验的方法对器件特性、参数进行测量
（课程目标1）
	掌握半导体器件原理，并运用实验的方法完成半导体常温霍尔效应、硅光电池特性实验、MOS电容、PN结电容等半导体器件实验。

（支撑毕业要求2）

	应用半导体器件原理正确，实验方法合理，实验数据真实可靠，实验报告完整。
	应用半导体器件原理正确，实验方法基本合理，实验数据真实，实验报告完整。
	应用半导体器件原理基本正确，实验方法基本合理，实验数据真实，实验报告基本完整。
	应用半导体器件原理不正确或实验方法不合理或实验数据不真实可靠，实验报告完整。


	50

	掌握SoC设计方法，开发SoC创新实验
（课程目标2）
	掌握SoC设计流程，熟悉设计软件，开发自定义键盘编码、UART接口通信、键盘PS/2接口控制器设计等SoC创新实验。
（支撑毕业要求4、5）
	基于SoC开发平台，熟练应用开发软件完成自定义键盘编码、UART接口通信、键盘PS/2接口控制器设计等SoC创新实验。
	基于SoC开发平台，应用开发软件完成自定义键盘编码、UART接口通信、键盘PS/2接口控制器设计等SoC创新实验。
	基于SoC开发平台，基本完成自定义键盘编码、UART接口通信、键盘PS/2接口控制器设计等SoC创新实验。
	基于SoC开发平台，未完成自定义键盘编码、UART接口通信、键盘PS/2接口控制器设计等SoC创新实验。
	50


注：该表格中比例为期末考试试卷成绩比例。
